
最  高  行  政  法  院  判  決

111年度上字第122號

上  訴  人  頎邦科技股份有限公司

代  表  人  吳非艱             

            陳佩貞  律師

            劉昱劭  律師

            蔡毓貞  律師

被 上訴 人  經濟部智慧財產局

代  表  人  廖承威             

參  加  人  易華電子股份有限公司

代  表  人  萬文財             

            黃耀霆  律師

            朱芳儀  律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國110年11

月30日智慧財產及商業法院110年度行專訴字第21號行政判決，

提起上訴，本院判決如下：

　　主  文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

　　理  由

一、本件係修正行政訴訟法施行前已繫屬於本院，於施行後尚未

終結之事件，依行政訴訟法施行法第19條規定，應由本院依

舊法即民國112年8月15日修正施行前行政訴訟法（下稱「行

政訴訟法」）規定審理。又被上訴人代表人已由洪淑敏變更

為廖承威，參加人代表人已由黃嘉能變更為萬文財，均據現

任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合。
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二、上訴人於93年12月6日以「印刷配線基版，其製造方法及電

路裝置」向被上訴人申請發明專利，經被上訴人於102年4月

10日審定並發給發明第0000000號專利證書（下稱系爭專

利）。嗣參加人以系爭專利請求項3至8違反核准時專利法第

26條第1、2項或第22條第1、2項規定，提起舉發，嗣上訴人

就系爭專利請求項3、4提出更正申請，經被上訴人審查，於

110年3月25日以（110）智專三（二）04066字第1102027554

0號舉發審定書為「109年6月29日之更正事項，准予更正。

請求項3至8舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。

上訴人不服原處分關於舉發成立部分，依行政程序法第109

條規定免除訴願程序，提起本件行政訴訟，聲明：原處分關

於系爭專利「請求項3至8舉發成立，應予撤銷」部分撤銷。

經原審判決駁回，提起本件上訴。

三、上訴人起訴主張及被上訴人、參加人於原審之答辯，均引用

原判決之記載。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：　　

　㈠依系爭專利請求項3內容，並參酌系爭專利之說明書及圖

式，可知因蝕刻選擇性，導電性金屬層20會被蝕刻較多、變

得較細，基材金屬層13會被蝕刻較少，造成基材金屬層13上

端部26就比導電性金屬層20下端部在寬度方向形成為較突出

，故系爭專利請求項3中「突出」之解釋，應為「配線圖案

於寬度方向剖切，剖切面上可觀察到基材金屬層上端部之寬

度比導電性金屬層下端部之寬度為寬」。

　㈡證據5、6之公開日均早於系爭專利之優先權日(西元2003年1

2月5日)，為系爭專利之先前技術，自屬得作為判斷系爭專

利進步性之適格證據。上訴人主張證據未達揭露程度者，不

得作為判斷系爭專利進步性之依據云云，混淆了「證據適格

性」與「證據於專利要件判斷時須具有之揭露內容程度」，

顯有誤會。

　㈢證據5、4之組合足以證明系爭專利請求項3至8不具進步性：
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　⒈依證據5圖1(a)及其說明書第〔0025〕段記載，聚醯亞胺樹

脂薄膜對應於「絕緣薄膜」，鎳濺鍍層相當於「基材金屬

層」，銅箔對應於「導電性金屬層」，證據5圖1(a)可見鎳

濺鍍層係一部分突出於銅線路，該突出部2a如證據5圖1(a)

顯示有上端部及側端部，然證據5未揭示將鎳濺鍍層之突出

部予以鈍化，故未揭示系爭專利請求項3要件E「其中自該配

線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層所成之配線圖案

之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特

徵。證據4說明書第〔0009〕、〔0014〕、〔0037〕段記

載，揭示在蝕刻線路基板後，以氧化劑對基板表面進行清洗

處理，使第一金屬層殘留金屬離子成分被氧化處理，得到抑

制離子遷移之效果，製造出即使是細線路也具有極佳絕緣信

賴性（可靠性）的印刷配線基板，可對應於系爭專利請求項

3要件E「基材金屬層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表

面至少一部份予以鈍化」技術特徵。證據5與證據4均為印刷

配線基板之技術領域，具有技術領域關聯性，且其結構皆為

絕緣基板上形成下方之第一金屬層（鎳濺鍍層）及上方之第

二金屬層（銅層），均使用氧化劑對下方之第一金屬層（鎳

濺鍍層）進行處理，具有所欲解決問題共通性及功能或作用

共通性，證據4已記載使用氧化劑氧化處理殘留第一金屬層

金屬殘餘物，比完全蝕刻金屬殘餘物更可抑制離子遷移之教

示或建議，該教示或建議使該發明所屬技術領域中具有通常

知識者有動機能結合證據5與證據4之技術內容，將證據5之

鎳濺鍍層突出部2a（對應於系爭專利請求項3要件E「自該配

線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層」之技術特

徵），使用證據4之教示氧化劑進行「不是完全去除殘留之

蝕刻方式，而是清洗處理，使表面微量殘留的金屬離子氧

化」之氧化處理，抑制離子遷移，而完成系爭專利請求項3

要件E技術特徵。因此，系爭專利請求項3為所屬技術領域中

具有通常知識者依據證據5、4之組合所能輕易完成，證據

5、4之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。
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　⒉系爭專利請求項4至8之附屬技術特徵為證據5、4所揭露，故

證據5、4之組合亦足以證明系爭專利請求項4至8不具進步

性。

　㈣證據6、4之組合足以證明系爭專利請求項3至8不具進步性：

證據6未揭示系爭專利請求項3要件E「其中自該配線圖案之

寬度方向突出而形成之基材金屬層所成之配線圖案之基材金

屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特徵，然證據

4可對應於系爭專利請求項3要件E「基材金屬層所成之配線

圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之部分

技術特徵。證據6與證據4均為印刷配線基板之技術領域，具

有技術領域關聯性，同樣面臨殘存的金屬造成電鍍錫之異常

析出，具有所欲解決問題共通性，證據4之教示或建議使該

發明所屬技術領域中具有通常知識者有結合動機，將證據6

之鎳濺鍍層從銅箔形成之導體圖案側面突出的部分（對應於

系爭專利請求項3要件E「自該配線圖案之寬度方向突出而形

成之基材金屬層」之部分技術特徵），使用證據4教示氧化

劑進行之氧化處理，而完成系爭專利請求項3要件E技術特

徵。因此，系爭專利請求項3為所屬技術領域中具有通常知

識者依據證據6、4之組合所能輕易完成，證據6、4之組合足

以證明系爭專利請求項3不具進步性。系爭專利請求項4至8

之附屬技術特徵為證據6、4所揭露，故證據6、4之組合亦足

以證明系爭專利請求項4至8不具進步性。

　㈤證據5、7之組合及證據6、7之組合均不足以證明系爭專利請

求項3至8不具進步性。

　㈥系爭專利請求項3至8有違反核准時專利法第22條第2項規定

之情事，舉發成立，系爭專利就此部分應予撤銷，原處分合

法等語，駁回上訴人之訴。　

五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨論斷如下：　　

　㈠系爭專利申請日為93年12月6日，於102年4月10日經審定准

予專利，是系爭專利有無撤銷原因，應以核准審定時有效之

100年12月21日修正公布，102年1月1日施行之專利法（即核
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准時專利法）為斷。依核准時專利法第22條第2項規定，發

明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術

所能輕易完成時，不得取得發明專利。對於獲准專利權之發

明，任何人認有違反前揭專利法規定者，依法得附具證據，

向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專

利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證

據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規

定，自應為舉發成立之處分。　

　㈡按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於

解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，核准時專

利法第58條第4項定有明文。由於文字用語之多義性及理解

之易誤性，因此解釋申請專利範圍時，固得審酌說明書及圖

式，並應就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作

用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實

施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不

足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說

明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之

技術手段，故參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範

圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準。經

查，系爭專利請求項3記載「……該導電性金屬層具有一下

端部，而該基材金屬層具有一側端部與一上端部，其中，該

配線圖案寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該

基材金屬層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向『突

出』……」原審依請求項記載內容，並進一步參酌系爭專利

之說明書及圖式，及系爭專利說明書第12頁第13至20行記載

內容，論明：該發明所屬技術領域中具有通常知識者，就系

爭專利請求項3上述文字之客觀意義，可瞭解金屬層上端部

形成寬度方向突出，係因從配線圖案寬度方向剖切面上觀

察，基材金屬層上端部之寬度比導電性金屬層下端部之寬度

為長所造成，再參酌系爭專利說明書及圖式，可知具體實施

例中，所作成的印刷配線基板之配線圖案，因為基材金屬層
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13相較於導電性金屬層20不易被蝕刻，所形成的配線圖案在

寬度方向之剖面，比由導電性金屬層20所形成之配線圖案下

端部25之寬度為寬，亦即，因蝕刻選擇性，導電性金屬層20

會被蝕刻較多、變得較細，基材金屬層13會被蝕刻較少，造

成基材金屬層13上端部26就比導電性金屬層20下端部在寬度

方向形成為較突出，是系爭專利請求項3中「突出」之解

釋，應為「配線圖案於寬度方向剖切，剖切面上可觀察到基

材金屬層上端部之寬度比導電性金屬層下端部之寬度為

寬」。經核與前開規定及說明相符，並無違誤。又系爭專利

請求項3前開所載內容，僅以配線圖案寬度方向剖面中，導

電性金屬層下端部之寬度和基材金屬層上端部之寬度的比

較，予以界定，未記載基材金屬層側端部是否突出、如何突

出，亦未記載上端部與側端部之特徵關係，是原審敘明「突

出」之解釋應以導電性金屬層下端部之寬度和基材金屬層上

端部之寬度的比較為解釋，而不涉及基材金屬層之側端部；

系爭專利圖式第6圖所繪示為申請人記載於系爭專利說明書

或圖式之實施方式或具體例示，不得以說明書或圖式記載之

具體實施方式或實施例限制請求項界定之範圍，上訴人主張

將「基材金屬層側端部」納入，「突出」應解釋為「基材金

屬層側端部與突出於導電性金屬層寬度方向之基材金屬層上

端部之組合結構」云云不可採，亦無不合。上訴意旨主張於

材料層之剖切面上，上端部與側端部恆為相鄰關係，系爭專

利請求項3既已載明基材金屬層上端部突出於導電性金屬層

下端部，與基材金屬層上端部相鄰之基材金屬層側端部，必

然亦同時突出於導電性金屬層下端部，原判決有關突出之解

釋未納入基材金屬層側端部，違反論理法則、經驗法則，並

有理由不備之違法云云，無非係就原審取捨證據、認定事實

之職權行使，指摘為不當，或就原審業已論述或不採之理

由，以其主觀見解再事爭執，自無可採。

　㈢證據5係關於半導體裝置用捲帶載板，其說明書第〔0025〕

段記載「圖1中，首先，對在聚醯亞胺樹脂薄膜1上隔著鎳濺
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鍍層2設置之銅箔3蝕刻，藉此產生圖樣，形成包含銅線路8

之佈線圖案（圖1(a)）。此時，於蝕刻銅時，由於銅被蝕

刻，導線側面8a殘留有銅線路8下方之鎳濺鍍層2的一部分作

為突出部2a」；證據6係關於半導體裝置用捲帶載板，證據6

說明書第〔0005〕段記載「在聚醯亞胺樹脂薄膜1上施加鎳

濺鍍層2後，以電解法形成銅箔3的材料，可達成Tape材料的

薄型化」、第〔0006〕段記載「於此兩層TAB Tape形成銅箔

之導體圖案的情況下，一般而言係在該銅箔上形成光阻光罩

（resist mask）後，同時蝕刻銅箔及鎳濺鍍層。因蝕刻係

從銅箔開始溶解，故位於銅箔下方之鎳濺鍍層必然會延遲開

始蝕刻。此蝕刻延遲導致如圖5（按：應為圖4之誤載）所

示，鎳濺鍍層為從由銅箔形成之導體圖案的側面突出的狀

態」等情，為原審依法認定之事實，核與卷內資料相符。原

審參酌證據5、證據6說明書上開段落及證據5、證據6之圖

式，論明：證據5圖1(a)可見鎳濺鍍層係一部分突出於銅線

路，該突出部2a如證據5圖1(a)顯示有上端部及側端部，所

述內容相當於系爭專利請求項3要件C及D「該導電性金屬層

具有一下端部，而該基材金屬層具有一側端部與一上端部，

其中，該配線圖案寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成

為從在該基材金屬層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度

方向突出」之技術特徵；證據6說明書上開段落揭示證據6之

鎳濺鍍層2從銅箔3形成之導體圖案側面突出的部分，突出部

分如證據6圖4可見有上端部及側端部，所述內容相當於系爭

專利請求項3要件C及D「該導電性金屬層具有一下端部，而

該基材金屬層具有一側端部與一上端部，其中，該配線圖案

寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該基材金屬

層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向突出」之技術

特徵等情，所為認定基礎並非僅憑圖式，亦有參酌相對應之

文字說明。而證據5說明書第〔0025〕段既已記載「……導

線側面8a殘留有銅線路8下方之鎳濺鍍層2的一部分作為『突

出部2a』」，證據6說明書第〔0006〕段記載「……此蝕刻
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延遲導致如圖5（按：應為圖4之誤載）所示，鎳濺鍍層為從

由銅箔形成之導體圖案的側面『突出』的狀態」，證據5圖1

(a)、證據6圖4亦可得知上開二段落所述之突出形態，該圖

式即屬明確揭露之技術特徵，則原審因而認定證據5、6已揭

露系爭專利請求項3要件C及D技術特徵，並無不合。原審復

就上訴人主張證據5、6所述突出為線路蝕刻之殘留，與系爭

專利請求項3界定特定突出結構不同乙節，論明：證據5圖1

(a)、證據6圖4已明確繪示了「特定突出結構之突出殘

留」，已明確揭露系爭專利請求項3所界定之特定突出結

構，該結構係圖式所明確揭露之內容，非由圖式推測之內

容，無論證據5、6說明書之製造方法為何或是否刻意，不影

響前述圖式之揭露事實等情，均已詳述其認定之依據及得心

證之理由，於法並無違誤。至上訴人所引本院103年度判字

第126號判決之案例事實，與本件證據5、6之突出結構已為

圖式所明確揭露，案情顯有不同，尚難比附援引。上訴意旨

主張原判決漏未斟酌證據5、6有關殘留之文字說明，未慮及

圖式僅為示意圖，單依圖式做成與證據5、6文字說明矛盾之

認定，與本院上開判決意旨不符，有不適用法規及適用不當

之違法云云，均無可採。

　㈣末查，上訴人雖以其於舉發程序所提蝕刻藥水廠商MEC公司

蝕刻殘留之網頁說明，主張線路蝕刻後其基材金屬層突出於

導電性金屬層之殘留為一斜坡，無從區分上端部及下端部，

而上端部與下端部均為系爭專利強調之技術特徵，系爭專利

解釋自有納入側端部之必要云云。然系爭專利「突出」之解

釋不應納入側端部，已如前述，而無論MEC公司產品蝕刻殘

留形狀為何，仍無礙於證據5、6已明確揭露系爭專利請求項

3「突出」之技術特徵。上訴人上開主張，亦無足取。

  ㈤綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴

意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁

回。又「最高行政法院之判決不經言詞辯論為之。但有下列

情形之一者，得依職權或依聲請行言詞辯論：二、涉及專門
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知識或特殊經驗法則，有以言詞說明之必要。」為行政訴訟

法第253條第1項第2款所明定。本件雖涉及專門知識，且系

爭專利請求項之撤銷影響上訴人之權利，然當事人就相關專

門知識均已具狀說明，事證已明，經審酌本件訴訟之情節，

本院認無依上訴人聲請行言詞辯論之必要。　

六、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理

法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判

決如主文。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　1 　　月　　4 　　日

                    最高行政法院第二庭

                        審判長法官  陳　國　成　

                              法官　簡　慧　娟

                              法官　陳　文　燦

　　　　　　　　　　　　　　　法官　林  淑  婷

                              法官　蔡　如　琪

　　　　　　　　　　　　　　　

以  上  正  本  證  明  與  原  本  無  異

中　　華　　民　　國　　113 　年　　1 　　月　　4 　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林　郁　芳
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最  高  行  政  法  院  判  決
111年度上字第122號
上  訴  人  頎邦科技股份有限公司


代  表  人  吳非艱              


            陳佩貞  律師
            劉昱劭  律師
            蔡毓貞  律師
被 上訴 人  經濟部智慧財產局




代  表  人  廖承威              
參  加  人  易華電子股份有限公司


代  表  人  萬文財              
            黃耀霆  律師
            朱芳儀  律師
上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國110年11月30日智慧財產及商業法院110年度行專訴字第21號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
　　主  文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
　　理  由
一、本件係修正行政訴訟法施行前已繫屬於本院，於施行後尚未終結之事件，依行政訴訟法施行法第19條規定，應由本院依舊法即民國112年8月15日修正施行前行政訴訟法（下稱「行政訴訟法」）規定審理。又被上訴人代表人已由洪淑敏變更為廖承威，參加人代表人已由黃嘉能變更為萬文財，均據現任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合。
二、上訴人於93年12月6日以「印刷配線基版，其製造方法及電路裝置」向被上訴人申請發明專利，經被上訴人於102年4月10日審定並發給發明第0000000號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利請求項3至8違反核准時專利法第26條第1、2項或第22條第1、2項規定，提起舉發，嗣上訴人就系爭專利請求項3、4提出更正申請，經被上訴人審查，於110年3月25日以（110）智專三（二）04066字第11020275540號舉發審定書為「109年6月29日之更正事項，准予更正。請求項3至8舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。上訴人不服原處分關於舉發成立部分，依行政程序法第109條規定免除訴願程序，提起本件行政訴訟，聲明：原處分關於系爭專利「請求項3至8舉發成立，應予撤銷」部分撤銷。經原審判決駁回，提起本件上訴。
三、上訴人起訴主張及被上訴人、參加人於原審之答辯，均引用原判決之記載。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：　　
　㈠依系爭專利請求項3內容，並參酌系爭專利之說明書及圖式，可知因蝕刻選擇性，導電性金屬層20會被蝕刻較多、變得較細，基材金屬層13會被蝕刻較少，造成基材金屬層13上端部26就比導電性金屬層20下端部在寬度方向形成為較突出，故系爭專利請求項3中「突出」之解釋，應為「配線圖案於寬度方向剖切，剖切面上可觀察到基材金屬層上端部之寬度比導電性金屬層下端部之寬度為寬」。
　㈡證據5、6之公開日均早於系爭專利之優先權日(西元2003年12月5日)，為系爭專利之先前技術，自屬得作為判斷系爭專利進步性之適格證據。上訴人主張證據未達揭露程度者，不得作為判斷系爭專利進步性之依據云云，混淆了「證據適格性」與「證據於專利要件判斷時須具有之揭露內容程度」，顯有誤會。
　㈢證據5、4之組合足以證明系爭專利請求項3至8不具進步性：
　⒈依證據5圖1(a)及其說明書第〔0025〕段記載，聚醯亞胺樹脂薄膜對應於「絕緣薄膜」，鎳濺鍍層相當於「基材金屬層」，銅箔對應於「導電性金屬層」，證據5圖1(a)可見鎳濺鍍層係一部分突出於銅線路，該突出部2a如證據5圖1(a)顯示有上端部及側端部，然證據5未揭示將鎳濺鍍層之突出部予以鈍化，故未揭示系爭專利請求項3要件E「其中自該配線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特徵。證據4說明書第〔0009〕、〔0014〕、〔0037〕段記載，揭示在蝕刻線路基板後，以氧化劑對基板表面進行清洗處理，使第一金屬層殘留金屬離子成分被氧化處理，得到抑制離子遷移之效果，製造出即使是細線路也具有極佳絕緣信賴性（可靠性）的印刷配線基板，可對應於系爭專利請求項3要件E「基材金屬層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」技術特徵。證據5與證據4均為印刷配線基板之技術領域，具有技術領域關聯性，且其結構皆為絕緣基板上形成下方之第一金屬層（鎳濺鍍層）及上方之第二金屬層（銅層），均使用氧化劑對下方之第一金屬層（鎳濺鍍層）進行處理，具有所欲解決問題共通性及功能或作用共通性，證據4已記載使用氧化劑氧化處理殘留第一金屬層金屬殘餘物，比完全蝕刻金屬殘餘物更可抑制離子遷移之教示或建議，該教示或建議使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合證據5與證據4之技術內容，將證據5之鎳濺鍍層突出部2a（對應於系爭專利請求項3要件E「自該配線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層」之技術特徵），使用證據4之教示氧化劑進行「不是完全去除殘留之蝕刻方式，而是清洗處理，使表面微量殘留的金屬離子氧化」之氧化處理，抑制離子遷移，而完成系爭專利請求項3要件E技術特徵。因此，系爭專利請求項3為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據5、4之組合所能輕易完成，證據5、4之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。
　⒉系爭專利請求項4至8之附屬技術特徵為證據5、4所揭露，故證據5、4之組合亦足以證明系爭專利請求項4至8不具進步性。
　㈣證據6、4之組合足以證明系爭專利請求項3至8不具進步性：證據6未揭示系爭專利請求項3要件E「其中自該配線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特徵，然證據4可對應於系爭專利請求項3要件E「基材金屬層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之部分技術特徵。證據6與證據4均為印刷配線基板之技術領域，具有技術領域關聯性，同樣面臨殘存的金屬造成電鍍錫之異常析出，具有所欲解決問題共通性，證據4之教示或建議使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有結合動機，將證據6之鎳濺鍍層從銅箔形成之導體圖案側面突出的部分（對應於系爭專利請求項3要件E「自該配線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層」之部分技術特徵），使用證據4教示氧化劑進行之氧化處理，而完成系爭專利請求項3要件E技術特徵。因此，系爭專利請求項3為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據6、4之組合所能輕易完成，證據6、4之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。系爭專利請求項4至8之附屬技術特徵為證據6、4所揭露，故證據6、4之組合亦足以證明系爭專利請求項4至8不具進步性。
　㈤證據5、7之組合及證據6、7之組合均不足以證明系爭專利請求項3至8不具進步性。
　㈥系爭專利請求項3至8有違反核准時專利法第22條第2項規定之情事，舉發成立，系爭專利就此部分應予撤銷，原處分合法等語，駁回上訴人之訴。　
五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨論斷如下：　　
　㈠系爭專利申請日為93年12月6日，於102年4月10日經審定准予專利，是系爭專利有無撤銷原因，應以核准審定時有效之100年12月21日修正公布，102年1月1日施行之專利法（即核准時專利法）為斷。依核准時專利法第22條第2項規定，發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得取得發明專利。對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。　
　㈡按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，核准時專利法第58條第4項定有明文。由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋申請專利範圍時，固得審酌說明書及圖式，並應就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手段，故參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準。經查，系爭專利請求項3記載「……該導電性金屬層具有一下端部，而該基材金屬層具有一側端部與一上端部，其中，該配線圖案寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該基材金屬層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向『突出』……」原審依請求項記載內容，並進一步參酌系爭專利之說明書及圖式，及系爭專利說明書第12頁第13至20行記載內容，論明：該發明所屬技術領域中具有通常知識者，就系爭專利請求項3上述文字之客觀意義，可瞭解金屬層上端部形成寬度方向突出，係因從配線圖案寬度方向剖切面上觀察，基材金屬層上端部之寬度比導電性金屬層下端部之寬度為長所造成，再參酌系爭專利說明書及圖式，可知具體實施例中，所作成的印刷配線基板之配線圖案，因為基材金屬層13相較於導電性金屬層20不易被蝕刻，所形成的配線圖案在寬度方向之剖面，比由導電性金屬層20所形成之配線圖案下端部25之寬度為寬，亦即，因蝕刻選擇性，導電性金屬層20會被蝕刻較多、變得較細，基材金屬層13會被蝕刻較少，造成基材金屬層13上端部26就比導電性金屬層20下端部在寬度方向形成為較突出，是系爭專利請求項3中「突出」之解釋，應為「配線圖案於寬度方向剖切，剖切面上可觀察到基材金屬層上端部之寬度比導電性金屬層下端部之寬度為寬」。經核與前開規定及說明相符，並無違誤。又系爭專利請求項3前開所載內容，僅以配線圖案寬度方向剖面中，導電性金屬層下端部之寬度和基材金屬層上端部之寬度的比較，予以界定，未記載基材金屬層側端部是否突出、如何突出，亦未記載上端部與側端部之特徵關係，是原審敘明「突出」之解釋應以導電性金屬層下端部之寬度和基材金屬層上端部之寬度的比較為解釋，而不涉及基材金屬層之側端部；系爭專利圖式第6圖所繪示為申請人記載於系爭專利說明書或圖式之實施方式或具體例示，不得以說明書或圖式記載之具體實施方式或實施例限制請求項界定之範圍，上訴人主張將「基材金屬層側端部」納入，「突出」應解釋為「基材金屬層側端部與突出於導電性金屬層寬度方向之基材金屬層上端部之組合結構」云云不可採，亦無不合。上訴意旨主張於材料層之剖切面上，上端部與側端部恆為相鄰關係，系爭專利請求項3既已載明基材金屬層上端部突出於導電性金屬層下端部，與基材金屬層上端部相鄰之基材金屬層側端部，必然亦同時突出於導電性金屬層下端部，原判決有關突出之解釋未納入基材金屬層側端部，違反論理法則、經驗法則，並有理由不備之違法云云，無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘為不當，或就原審業已論述或不採之理由，以其主觀見解再事爭執，自無可採。
　㈢證據5係關於半導體裝置用捲帶載板，其說明書第〔0025〕段記載「圖1中，首先，對在聚醯亞胺樹脂薄膜1上隔著鎳濺鍍層2設置之銅箔3蝕刻，藉此產生圖樣，形成包含銅線路8之佈線圖案（圖1(a)）。此時，於蝕刻銅時，由於銅被蝕刻，導線側面8a殘留有銅線路8下方之鎳濺鍍層2的一部分作為突出部2a」；證據6係關於半導體裝置用捲帶載板，證據6說明書第〔0005〕段記載「在聚醯亞胺樹脂薄膜1上施加鎳濺鍍層2後，以電解法形成銅箔3的材料，可達成Tape材料的薄型化」、第〔0006〕段記載「於此兩層TAB Tape形成銅箔之導體圖案的情況下，一般而言係在該銅箔上形成光阻光罩（resist mask）後，同時蝕刻銅箔及鎳濺鍍層。因蝕刻係從銅箔開始溶解，故位於銅箔下方之鎳濺鍍層必然會延遲開始蝕刻。此蝕刻延遲導致如圖5（按：應為圖4之誤載）所示，鎳濺鍍層為從由銅箔形成之導體圖案的側面突出的狀態」等情，為原審依法認定之事實，核與卷內資料相符。原審參酌證據5、證據6說明書上開段落及證據5、證據6之圖式，論明：證據5圖1(a)可見鎳濺鍍層係一部分突出於銅線路，該突出部2a如證據5圖1(a)顯示有上端部及側端部，所述內容相當於系爭專利請求項3要件C及D「該導電性金屬層具有一下端部，而該基材金屬層具有一側端部與一上端部，其中，該配線圖案寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該基材金屬層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向突出」之技術特徵；證據6說明書上開段落揭示證據6之鎳濺鍍層2從銅箔3形成之導體圖案側面突出的部分，突出部分如證據6圖4可見有上端部及側端部，所述內容相當於系爭專利請求項3要件C及D「該導電性金屬層具有一下端部，而該基材金屬層具有一側端部與一上端部，其中，該配線圖案寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該基材金屬層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向突出」之技術特徵等情，所為認定基礎並非僅憑圖式，亦有參酌相對應之文字說明。而證據5說明書第〔0025〕段既已記載「……導線側面8a殘留有銅線路8下方之鎳濺鍍層2的一部分作為『突出部2a』」，證據6說明書第〔0006〕段記載「……此蝕刻延遲導致如圖5（按：應為圖4之誤載）所示，鎳濺鍍層為從由銅箔形成之導體圖案的側面『突出』的狀態」，證據5圖1(a)、證據6圖4亦可得知上開二段落所述之突出形態，該圖式即屬明確揭露之技術特徵，則原審因而認定證據5、6已揭露系爭專利請求項3要件C及D技術特徵，並無不合。原審復就上訴人主張證據5、6所述突出為線路蝕刻之殘留，與系爭專利請求項3界定特定突出結構不同乙節，論明：證據5圖1(a)、證據6圖4已明確繪示了「特定突出結構之突出殘留」，已明確揭露系爭專利請求項3所界定之特定突出結構，該結構係圖式所明確揭露之內容，非由圖式推測之內容，無論證據5、6說明書之製造方法為何或是否刻意，不影響前述圖式之揭露事實等情，均已詳述其認定之依據及得心證之理由，於法並無違誤。至上訴人所引本院103年度判字第126號判決之案例事實，與本件證據5、6之突出結構已為圖式所明確揭露，案情顯有不同，尚難比附援引。上訴意旨主張原判決漏未斟酌證據5、6有關殘留之文字說明，未慮及圖式僅為示意圖，單依圖式做成與證據5、6文字說明矛盾之認定，與本院上開判決意旨不符，有不適用法規及適用不當之違法云云，均無可採。
　㈣末查，上訴人雖以其於舉發程序所提蝕刻藥水廠商MEC公司蝕刻殘留之網頁說明，主張線路蝕刻後其基材金屬層突出於導電性金屬層之殘留為一斜坡，無從區分上端部及下端部，而上端部與下端部均為系爭專利強調之技術特徵，系爭專利解釋自有納入側端部之必要云云。然系爭專利「突出」之解釋不應納入側端部，已如前述，而無論MEC公司產品蝕刻殘留形狀為何，仍無礙於證據5、6已明確揭露系爭專利請求項3「突出」之技術特徵。上訴人上開主張，亦無足取。
  ㈤綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。又「最高行政法院之判決不經言詞辯論為之。但有下列情形之一者，得依職權或依聲請行言詞辯論：二、涉及專門知識或特殊經驗法則，有以言詞說明之必要。」為行政訴訟法第253條第1項第2款所明定。本件雖涉及專門知識，且系爭專利請求項之撤銷影響上訴人之權利，然當事人就相關專門知識均已具狀說明，事證已明，經審酌本件訴訟之情節，本院認無依上訴人聲請行言詞辯論之必要。　
六、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　1 　　月　　4 　　日
                    最高行政法院第二庭
                        審判長法官  陳　國　成　
                              法官　簡　慧　娟
                              法官　陳　文　燦
　　　　　　　　　　　　　　　法官　林  淑  婷
                              法官　蔡　如　琪
　　　　　　　　　　　　　　　
以  上  正  本  證  明  與  原  本  無  異
中　　華　　民　　國　　113 　年　　1 　　月　　4 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林　郁　芳

最  高  行  政  法  院  判  決

111年度上字第122號

上  訴  人  頎邦科技股份有限公司



代  表  人  吳非艱              



            陳佩貞  律師

            劉昱劭  律師

            蔡毓貞  律師

被 上訴 人  經濟部智慧財產局





代  表  人  廖承威              

參  加  人  易華電子股份有限公司



代  表  人  萬文財              

            黃耀霆  律師

            朱芳儀  律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國110年11

月30日智慧財產及商業法院110年度行專訴字第21號行政判決，

提起上訴，本院判決如下：

　　主  文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

　　理  由

一、本件係修正行政訴訟法施行前已繫屬於本院，於施行後尚未

    終結之事件，依行政訴訟法施行法第19條規定，應由本院依

    舊法即民國112年8月15日修正施行前行政訴訟法（下稱「行

    政訴訟法」）規定審理。又被上訴人代表人已由洪淑敏變更

    為廖承威，參加人代表人已由黃嘉能變更為萬文財，均據現

    任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合。

二、上訴人於93年12月6日以「印刷配線基版，其製造方法及電

    路裝置」向被上訴人申請發明專利，經被上訴人於102年4月

    10日審定並發給發明第0000000號專利證書（下稱系爭專利

    ）。嗣參加人以系爭專利請求項3至8違反核准時專利法第26

    條第1、2項或第22條第1、2項規定，提起舉發，嗣上訴人就

    系爭專利請求項3、4提出更正申請，經被上訴人審查，於11

    0年3月25日以（110）智專三（二）04066字第11020275540

    號舉發審定書為「109年6月29日之更正事項，准予更正。請

    求項3至8舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。上

    訴人不服原處分關於舉發成立部分，依行政程序法第109條

    規定免除訴願程序，提起本件行政訴訟，聲明：原處分關於

    系爭專利「請求項3至8舉發成立，應予撤銷」部分撤銷。經

    原審判決駁回，提起本件上訴。

三、上訴人起訴主張及被上訴人、參加人於原審之答辯，均引用

    原判決之記載。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：　　

　㈠依系爭專利請求項3內容，並參酌系爭專利之說明書及圖式，

    可知因蝕刻選擇性，導電性金屬層20會被蝕刻較多、變得較

    細，基材金屬層13會被蝕刻較少，造成基材金屬層13上端部

    26就比導電性金屬層20下端部在寬度方向形成為較突出，故

    系爭專利請求項3中「突出」之解釋，應為「配線圖案於寬

    度方向剖切，剖切面上可觀察到基材金屬層上端部之寬度比

    導電性金屬層下端部之寬度為寬」。

　㈡證據5、6之公開日均早於系爭專利之優先權日(西元2003年12

    月5日)，為系爭專利之先前技術，自屬得作為判斷系爭專利

    進步性之適格證據。上訴人主張證據未達揭露程度者，不得

    作為判斷系爭專利進步性之依據云云，混淆了「證據適格性

    」與「證據於專利要件判斷時須具有之揭露內容程度」，顯

    有誤會。

　㈢證據5、4之組合足以證明系爭專利請求項3至8不具進步性：

　⒈依證據5圖1(a)及其說明書第〔0025〕段記載，聚醯亞胺樹脂薄

    膜對應於「絕緣薄膜」，鎳濺鍍層相當於「基材金屬層」，

    銅箔對應於「導電性金屬層」，證據5圖1(a)可見鎳濺鍍層

    係一部分突出於銅線路，該突出部2a如證據5圖1(a)顯示有

    上端部及側端部，然證據5未揭示將鎳濺鍍層之突出部予以

    鈍化，故未揭示系爭專利請求項3要件E「其中自該配線圖案

    之寬度方向突出而形成之基材金屬層所成之配線圖案之基材

    金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特徵。證據

    4說明書第〔0009〕、〔0014〕、〔0037〕段記載，揭示在蝕刻線

    路基板後，以氧化劑對基板表面進行清洗處理，使第一金屬

    層殘留金屬離子成分被氧化處理，得到抑制離子遷移之效果

    ，製造出即使是細線路也具有極佳絕緣信賴性（可靠性）的

    印刷配線基板，可對應於系爭專利請求項3要件E「基材金屬

    層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以

    鈍化」技術特徵。證據5與證據4均為印刷配線基板之技術領

    域，具有技術領域關聯性，且其結構皆為絕緣基板上形成下

    方之第一金屬層（鎳濺鍍層）及上方之第二金屬層（銅層）

    ，均使用氧化劑對下方之第一金屬層（鎳濺鍍層）進行處理

    ，具有所欲解決問題共通性及功能或作用共通性，證據4已

    記載使用氧化劑氧化處理殘留第一金屬層金屬殘餘物，比完

    全蝕刻金屬殘餘物更可抑制離子遷移之教示或建議，該教示

    或建議使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結

    合證據5與證據4之技術內容，將證據5之鎳濺鍍層突出部2a

    （對應於系爭專利請求項3要件E「自該配線圖案之寬度方向

    突出而形成之基材金屬層」之技術特徵），使用證據4之教

    示氧化劑進行「不是完全去除殘留之蝕刻方式，而是清洗處

    理，使表面微量殘留的金屬離子氧化」之氧化處理，抑制離

    子遷移，而完成系爭專利請求項3要件E技術特徵。因此，系

    爭專利請求項3為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據5

    、4之組合所能輕易完成，證據5、4之組合足以證明系爭專

    利請求項3不具進步性。

　⒉系爭專利請求項4至8之附屬技術特徵為證據5、4所揭露，故

    證據5、4之組合亦足以證明系爭專利請求項4至8不具進步性

    。

　㈣證據6、4之組合足以證明系爭專利請求項3至8不具進步性：

    證據6未揭示系爭專利請求項3要件E「其中自該配線圖案之

    寬度方向突出而形成之基材金屬層所成之配線圖案之基材金

    屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特徵，然證據

    4可對應於系爭專利請求項3要件E「基材金屬層所成之配線

    圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之部分

    技術特徵。證據6與證據4均為印刷配線基板之技術領域，具

    有技術領域關聯性，同樣面臨殘存的金屬造成電鍍錫之異常

    析出，具有所欲解決問題共通性，證據4之教示或建議使該

    發明所屬技術領域中具有通常知識者有結合動機，將證據6

    之鎳濺鍍層從銅箔形成之導體圖案側面突出的部分（對應於

    系爭專利請求項3要件E「自該配線圖案之寬度方向突出而形

    成之基材金屬層」之部分技術特徵），使用證據4教示氧化

    劑進行之氧化處理，而完成系爭專利請求項3要件E技術特徵

    。因此，系爭專利請求項3為所屬技術領域中具有通常知識

    者依據證據6、4之組合所能輕易完成，證據6、4之組合足以

    證明系爭專利請求項3不具進步性。系爭專利請求項4至8之

    附屬技術特徵為證據6、4所揭露，故證據6、4之組合亦足以

    證明系爭專利請求項4至8不具進步性。

　㈤證據5、7之組合及證據6、7之組合均不足以證明系爭專利請

    求項3至8不具進步性。

　㈥系爭專利請求項3至8有違反核准時專利法第22條第2項規定之

    情事，舉發成立，系爭專利就此部分應予撤銷，原處分合法

    等語，駁回上訴人之訴。　

五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨論斷如下：　　

　㈠系爭專利申請日為93年12月6日，於102年4月10日經審定准予

    專利，是系爭專利有無撤銷原因，應以核准審定時有效之10

    0年12月21日修正公布，102年1月1日施行之專利法（即核准

    時專利法）為斷。依核准時專利法第22條第2項規定，發明

    為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所

    能輕易完成時，不得取得發明專利。對於獲准專利權之發明

    ，任何人認有違反前揭專利法規定者，依法得附具證據，向

    專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利

    法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據

    證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定

    ，自應為舉發成立之處分。　

　㈡按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於

    解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，核准時專

    利法第58條第4項定有明文。由於文字用語之多義性及理解

    之易誤性，因此解釋申請專利範圍時，固得審酌說明書及圖

    式，並應就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作

    用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實

    施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不

    足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說

    明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之

    技術手段，故參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範

    圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準。經查

    ，系爭專利請求項3記載「……該導電性金屬層具有一下端部

    ，而該基材金屬層具有一側端部與一上端部，其中，該配線

    圖案寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該基材

    金屬層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向『突出』……

    」原審依請求項記載內容，並進一步參酌系爭專利之說明書

    及圖式，及系爭專利說明書第12頁第13至20行記載內容，論

    明：該發明所屬技術領域中具有通常知識者，就系爭專利請

    求項3上述文字之客觀意義，可瞭解金屬層上端部形成寬度

    方向突出，係因從配線圖案寬度方向剖切面上觀察，基材金

    屬層上端部之寬度比導電性金屬層下端部之寬度為長所造成

    ，再參酌系爭專利說明書及圖式，可知具體實施例中，所作

    成的印刷配線基板之配線圖案，因為基材金屬層13相較於導

    電性金屬層20不易被蝕刻，所形成的配線圖案在寬度方向之

    剖面，比由導電性金屬層20所形成之配線圖案下端部25之寬

    度為寬，亦即，因蝕刻選擇性，導電性金屬層20會被蝕刻較

    多、變得較細，基材金屬層13會被蝕刻較少，造成基材金屬

    層13上端部26就比導電性金屬層20下端部在寬度方向形成為

    較突出，是系爭專利請求項3中「突出」之解釋，應為「配

    線圖案於寬度方向剖切，剖切面上可觀察到基材金屬層上端

    部之寬度比導電性金屬層下端部之寬度為寬」。經核與前開

    規定及說明相符，並無違誤。又系爭專利請求項3前開所載

    內容，僅以配線圖案寬度方向剖面中，導電性金屬層下端部

    之寬度和基材金屬層上端部之寬度的比較，予以界定，未記

    載基材金屬層側端部是否突出、如何突出，亦未記載上端部

    與側端部之特徵關係，是原審敘明「突出」之解釋應以導電

    性金屬層下端部之寬度和基材金屬層上端部之寬度的比較為

    解釋，而不涉及基材金屬層之側端部；系爭專利圖式第6圖

    所繪示為申請人記載於系爭專利說明書或圖式之實施方式或

    具體例示，不得以說明書或圖式記載之具體實施方式或實施

    例限制請求項界定之範圍，上訴人主張將「基材金屬層側端

    部」納入，「突出」應解釋為「基材金屬層側端部與突出於

    導電性金屬層寬度方向之基材金屬層上端部之組合結構」云

    云不可採，亦無不合。上訴意旨主張於材料層之剖切面上，

    上端部與側端部恆為相鄰關係，系爭專利請求項3既已載明

    基材金屬層上端部突出於導電性金屬層下端部，與基材金屬

    層上端部相鄰之基材金屬層側端部，必然亦同時突出於導電

    性金屬層下端部，原判決有關突出之解釋未納入基材金屬層

    側端部，違反論理法則、經驗法則，並有理由不備之違法云

    云，無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘為

    不當，或就原審業已論述或不採之理由，以其主觀見解再事

    爭執，自無可採。

　㈢證據5係關於半導體裝置用捲帶載板，其說明書第〔0025〕段記

    載「圖1中，首先，對在聚醯亞胺樹脂薄膜1上隔著鎳濺鍍層

    2設置之銅箔3蝕刻，藉此產生圖樣，形成包含銅線路8之佈

    線圖案（圖1(a)）。此時，於蝕刻銅時，由於銅被蝕刻，導

    線側面8a殘留有銅線路8下方之鎳濺鍍層2的一部分作為突出

    部2a」；證據6係關於半導體裝置用捲帶載板，證據6說明書

    第〔0005〕段記載「在聚醯亞胺樹脂薄膜1上施加鎳濺鍍層2後

    ，以電解法形成銅箔3的材料，可達成Tape材料的薄型化」

    、第〔0006〕段記載「於此兩層TAB Tape形成銅箔之導體圖案

    的情況下，一般而言係在該銅箔上形成光阻光罩（resist m

    ask）後，同時蝕刻銅箔及鎳濺鍍層。因蝕刻係從銅箔開始

    溶解，故位於銅箔下方之鎳濺鍍層必然會延遲開始蝕刻。此

    蝕刻延遲導致如圖5（按：應為圖4之誤載）所示，鎳濺鍍層

    為從由銅箔形成之導體圖案的側面突出的狀態」等情，為原

    審依法認定之事實，核與卷內資料相符。原審參酌證據5、

    證據6說明書上開段落及證據5、證據6之圖式，論明：證據5

    圖1(a)可見鎳濺鍍層係一部分突出於銅線路，該突出部2a如

    證據5圖1(a)顯示有上端部及側端部，所述內容相當於系爭

    專利請求項3要件C及D「該導電性金屬層具有一下端部，而

    該基材金屬層具有一側端部與一上端部，其中，該配線圖案

    寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該基材金屬

    層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向突出」之技術

    特徵；證據6說明書上開段落揭示證據6之鎳濺鍍層2從銅箔3

    形成之導體圖案側面突出的部分，突出部分如證據6圖4可見

    有上端部及側端部，所述內容相當於系爭專利請求項3要件C

    及D「該導電性金屬層具有一下端部，而該基材金屬層具有

    一側端部與一上端部，其中，該配線圖案寬度方向剖面之基

    材金屬層上端部，形成為從在該基材金屬層表面析出之導電

    性金屬層下端部之寬度方向突出」之技術特徵等情，所為認

    定基礎並非僅憑圖式，亦有參酌相對應之文字說明。而證據

    5說明書第〔0025〕段既已記載「……導線側面8a殘留有銅線路8

    下方之鎳濺鍍層2的一部分作為『突出部2a』」，證據6說明書

    第〔0006〕段記載「……此蝕刻延遲導致如圖5（按：應為圖4之

    誤載）所示，鎳濺鍍層為從由銅箔形成之導體圖案的側面『

    突出』的狀態」，證據5圖1(a)、證據6圖4亦可得知上開二段

    落所述之突出形態，該圖式即屬明確揭露之技術特徵，則原

    審因而認定證據5、6已揭露系爭專利請求項3要件C及D技術

    特徵，並無不合。原審復就上訴人主張證據5、6所述突出為

    線路蝕刻之殘留，與系爭專利請求項3界定特定突出結構不

    同乙節，論明：證據5圖1(a)、證據6圖4已明確繪示了「特

    定突出結構之突出殘留」，已明確揭露系爭專利請求項3所

    界定之特定突出結構，該結構係圖式所明確揭露之內容，非

    由圖式推測之內容，無論證據5、6說明書之製造方法為何或

    是否刻意，不影響前述圖式之揭露事實等情，均已詳述其認

    定之依據及得心證之理由，於法並無違誤。至上訴人所引本

    院103年度判字第126號判決之案例事實，與本件證據5、6之

    突出結構已為圖式所明確揭露，案情顯有不同，尚難比附援

    引。上訴意旨主張原判決漏未斟酌證據5、6有關殘留之文字

    說明，未慮及圖式僅為示意圖，單依圖式做成與證據5、6文

    字說明矛盾之認定，與本院上開判決意旨不符，有不適用法

    規及適用不當之違法云云，均無可採。

　㈣末查，上訴人雖以其於舉發程序所提蝕刻藥水廠商MEC公司蝕

    刻殘留之網頁說明，主張線路蝕刻後其基材金屬層突出於導

    電性金屬層之殘留為一斜坡，無從區分上端部及下端部，而

    上端部與下端部均為系爭專利強調之技術特徵，系爭專利解

    釋自有納入側端部之必要云云。然系爭專利「突出」之解釋

    不應納入側端部，已如前述，而無論MEC公司產品蝕刻殘留

    形狀為何，仍無礙於證據5、6已明確揭露系爭專利請求項3

    「突出」之技術特徵。上訴人上開主張，亦無足取。

  ㈤綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴

    意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回

    。又「最高行政法院之判決不經言詞辯論為之。但有下列情

    形之一者，得依職權或依聲請行言詞辯論：二、涉及專門知

    識或特殊經驗法則，有以言詞說明之必要。」為行政訴訟法

    第253條第1項第2款所明定。本件雖涉及專門知識，且系爭

    專利請求項之撤銷影響上訴人之權利，然當事人就相關專門

    知識均已具狀說明，事證已明，經審酌本件訴訟之情節，本

    院認無依上訴人聲請行言詞辯論之必要。　

六、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理

    法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判

    決如主文。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　1 　　月　　4 　　日

                    最高行政法院第二庭

                        審判長法官  陳　國　成　

                              法官　簡　慧　娟

                              法官　陳　文　燦

　　　　　　　　　　　　　　　法官　林  淑  婷

                              法官　蔡　如　琪

　　　　　　　　　　　　　　　

以  上  正  本  證  明  與  原  本  無  異

中　　華　　民　　國　　113 　年　　1 　　月　　4 　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林　郁　芳
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參  加  人  易華電子股份有限公司



代  表  人  萬文財              

            黃耀霆  律師

            朱芳儀  律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國110年11月30日智慧財產及商業法院110年度行專訴字第21號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

　　主  文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

　　理  由

一、本件係修正行政訴訟法施行前已繫屬於本院，於施行後尚未終結之事件，依行政訴訟法施行法第19條規定，應由本院依舊法即民國112年8月15日修正施行前行政訴訟法（下稱「行政訴訟法」）規定審理。又被上訴人代表人已由洪淑敏變更為廖承威，參加人代表人已由黃嘉能變更為萬文財，均據現任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合。

二、上訴人於93年12月6日以「印刷配線基版，其製造方法及電路裝置」向被上訴人申請發明專利，經被上訴人於102年4月10日審定並發給發明第0000000號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利請求項3至8違反核准時專利法第26條第1、2項或第22條第1、2項規定，提起舉發，嗣上訴人就系爭專利請求項3、4提出更正申請，經被上訴人審查，於110年3月25日以（110）智專三（二）04066字第11020275540號舉發審定書為「109年6月29日之更正事項，准予更正。請求項3至8舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。上訴人不服原處分關於舉發成立部分，依行政程序法第109條規定免除訴願程序，提起本件行政訴訟，聲明：原處分關於系爭專利「請求項3至8舉發成立，應予撤銷」部分撤銷。經原審判決駁回，提起本件上訴。

三、上訴人起訴主張及被上訴人、參加人於原審之答辯，均引用原判決之記載。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：　　

　㈠依系爭專利請求項3內容，並參酌系爭專利之說明書及圖式，可知因蝕刻選擇性，導電性金屬層20會被蝕刻較多、變得較細，基材金屬層13會被蝕刻較少，造成基材金屬層13上端部26就比導電性金屬層20下端部在寬度方向形成為較突出，故系爭專利請求項3中「突出」之解釋，應為「配線圖案於寬度方向剖切，剖切面上可觀察到基材金屬層上端部之寬度比導電性金屬層下端部之寬度為寬」。

　㈡證據5、6之公開日均早於系爭專利之優先權日(西元2003年12月5日)，為系爭專利之先前技術，自屬得作為判斷系爭專利進步性之適格證據。上訴人主張證據未達揭露程度者，不得作為判斷系爭專利進步性之依據云云，混淆了「證據適格性」與「證據於專利要件判斷時須具有之揭露內容程度」，顯有誤會。

　㈢證據5、4之組合足以證明系爭專利請求項3至8不具進步性：

　⒈依證據5圖1(a)及其說明書第〔0025〕段記載，聚醯亞胺樹脂薄膜對應於「絕緣薄膜」，鎳濺鍍層相當於「基材金屬層」，銅箔對應於「導電性金屬層」，證據5圖1(a)可見鎳濺鍍層係一部分突出於銅線路，該突出部2a如證據5圖1(a)顯示有上端部及側端部，然證據5未揭示將鎳濺鍍層之突出部予以鈍化，故未揭示系爭專利請求項3要件E「其中自該配線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特徵。證據4說明書第〔0009〕、〔0014〕、〔0037〕段記載，揭示在蝕刻線路基板後，以氧化劑對基板表面進行清洗處理，使第一金屬層殘留金屬離子成分被氧化處理，得到抑制離子遷移之效果，製造出即使是細線路也具有極佳絕緣信賴性（可靠性）的印刷配線基板，可對應於系爭專利請求項3要件E「基材金屬層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」技術特徵。證據5與證據4均為印刷配線基板之技術領域，具有技術領域關聯性，且其結構皆為絕緣基板上形成下方之第一金屬層（鎳濺鍍層）及上方之第二金屬層（銅層），均使用氧化劑對下方之第一金屬層（鎳濺鍍層）進行處理，具有所欲解決問題共通性及功能或作用共通性，證據4已記載使用氧化劑氧化處理殘留第一金屬層金屬殘餘物，比完全蝕刻金屬殘餘物更可抑制離子遷移之教示或建議，該教示或建議使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合證據5與證據4之技術內容，將證據5之鎳濺鍍層突出部2a（對應於系爭專利請求項3要件E「自該配線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層」之技術特徵），使用證據4之教示氧化劑進行「不是完全去除殘留之蝕刻方式，而是清洗處理，使表面微量殘留的金屬離子氧化」之氧化處理，抑制離子遷移，而完成系爭專利請求項3要件E技術特徵。因此，系爭專利請求項3為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據5、4之組合所能輕易完成，證據5、4之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

　⒉系爭專利請求項4至8之附屬技術特徵為證據5、4所揭露，故證據5、4之組合亦足以證明系爭專利請求項4至8不具進步性。

　㈣證據6、4之組合足以證明系爭專利請求項3至8不具進步性：證據6未揭示系爭專利請求項3要件E「其中自該配線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特徵，然證據4可對應於系爭專利請求項3要件E「基材金屬層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之部分技術特徵。證據6與證據4均為印刷配線基板之技術領域，具有技術領域關聯性，同樣面臨殘存的金屬造成電鍍錫之異常析出，具有所欲解決問題共通性，證據4之教示或建議使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有結合動機，將證據6之鎳濺鍍層從銅箔形成之導體圖案側面突出的部分（對應於系爭專利請求項3要件E「自該配線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層」之部分技術特徵），使用證據4教示氧化劑進行之氧化處理，而完成系爭專利請求項3要件E技術特徵。因此，系爭專利請求項3為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據6、4之組合所能輕易完成，證據6、4之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。系爭專利請求項4至8之附屬技術特徵為證據6、4所揭露，故證據6、4之組合亦足以證明系爭專利請求項4至8不具進步性。

　㈤證據5、7之組合及證據6、7之組合均不足以證明系爭專利請求項3至8不具進步性。

　㈥系爭專利請求項3至8有違反核准時專利法第22條第2項規定之情事，舉發成立，系爭專利就此部分應予撤銷，原處分合法等語，駁回上訴人之訴。　

五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨論斷如下：　　

　㈠系爭專利申請日為93年12月6日，於102年4月10日經審定准予專利，是系爭專利有無撤銷原因，應以核准審定時有效之100年12月21日修正公布，102年1月1日施行之專利法（即核准時專利法）為斷。依核准時專利法第22條第2項規定，發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得取得發明專利。對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。　

　㈡按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，核准時專利法第58條第4項定有明文。由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋申請專利範圍時，固得審酌說明書及圖式，並應就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手段，故參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準。經查，系爭專利請求項3記載「……該導電性金屬層具有一下端部，而該基材金屬層具有一側端部與一上端部，其中，該配線圖案寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該基材金屬層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向『突出』……」原審依請求項記載內容，並進一步參酌系爭專利之說明書及圖式，及系爭專利說明書第12頁第13至20行記載內容，論明：該發明所屬技術領域中具有通常知識者，就系爭專利請求項3上述文字之客觀意義，可瞭解金屬層上端部形成寬度方向突出，係因從配線圖案寬度方向剖切面上觀察，基材金屬層上端部之寬度比導電性金屬層下端部之寬度為長所造成，再參酌系爭專利說明書及圖式，可知具體實施例中，所作成的印刷配線基板之配線圖案，因為基材金屬層13相較於導電性金屬層20不易被蝕刻，所形成的配線圖案在寬度方向之剖面，比由導電性金屬層20所形成之配線圖案下端部25之寬度為寬，亦即，因蝕刻選擇性，導電性金屬層20會被蝕刻較多、變得較細，基材金屬層13會被蝕刻較少，造成基材金屬層13上端部26就比導電性金屬層20下端部在寬度方向形成為較突出，是系爭專利請求項3中「突出」之解釋，應為「配線圖案於寬度方向剖切，剖切面上可觀察到基材金屬層上端部之寬度比導電性金屬層下端部之寬度為寬」。經核與前開規定及說明相符，並無違誤。又系爭專利請求項3前開所載內容，僅以配線圖案寬度方向剖面中，導電性金屬層下端部之寬度和基材金屬層上端部之寬度的比較，予以界定，未記載基材金屬層側端部是否突出、如何突出，亦未記載上端部與側端部之特徵關係，是原審敘明「突出」之解釋應以導電性金屬層下端部之寬度和基材金屬層上端部之寬度的比較為解釋，而不涉及基材金屬層之側端部；系爭專利圖式第6圖所繪示為申請人記載於系爭專利說明書或圖式之實施方式或具體例示，不得以說明書或圖式記載之具體實施方式或實施例限制請求項界定之範圍，上訴人主張將「基材金屬層側端部」納入，「突出」應解釋為「基材金屬層側端部與突出於導電性金屬層寬度方向之基材金屬層上端部之組合結構」云云不可採，亦無不合。上訴意旨主張於材料層之剖切面上，上端部與側端部恆為相鄰關係，系爭專利請求項3既已載明基材金屬層上端部突出於導電性金屬層下端部，與基材金屬層上端部相鄰之基材金屬層側端部，必然亦同時突出於導電性金屬層下端部，原判決有關突出之解釋未納入基材金屬層側端部，違反論理法則、經驗法則，並有理由不備之違法云云，無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘為不當，或就原審業已論述或不採之理由，以其主觀見解再事爭執，自無可採。

　㈢證據5係關於半導體裝置用捲帶載板，其說明書第〔0025〕段記載「圖1中，首先，對在聚醯亞胺樹脂薄膜1上隔著鎳濺鍍層2設置之銅箔3蝕刻，藉此產生圖樣，形成包含銅線路8之佈線圖案（圖1(a)）。此時，於蝕刻銅時，由於銅被蝕刻，導線側面8a殘留有銅線路8下方之鎳濺鍍層2的一部分作為突出部2a」；證據6係關於半導體裝置用捲帶載板，證據6說明書第〔0005〕段記載「在聚醯亞胺樹脂薄膜1上施加鎳濺鍍層2後，以電解法形成銅箔3的材料，可達成Tape材料的薄型化」、第〔0006〕段記載「於此兩層TAB Tape形成銅箔之導體圖案的情況下，一般而言係在該銅箔上形成光阻光罩（resist mask）後，同時蝕刻銅箔及鎳濺鍍層。因蝕刻係從銅箔開始溶解，故位於銅箔下方之鎳濺鍍層必然會延遲開始蝕刻。此蝕刻延遲導致如圖5（按：應為圖4之誤載）所示，鎳濺鍍層為從由銅箔形成之導體圖案的側面突出的狀態」等情，為原審依法認定之事實，核與卷內資料相符。原審參酌證據5、證據6說明書上開段落及證據5、證據6之圖式，論明：證據5圖1(a)可見鎳濺鍍層係一部分突出於銅線路，該突出部2a如證據5圖1(a)顯示有上端部及側端部，所述內容相當於系爭專利請求項3要件C及D「該導電性金屬層具有一下端部，而該基材金屬層具有一側端部與一上端部，其中，該配線圖案寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該基材金屬層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向突出」之技術特徵；證據6說明書上開段落揭示證據6之鎳濺鍍層2從銅箔3形成之導體圖案側面突出的部分，突出部分如證據6圖4可見有上端部及側端部，所述內容相當於系爭專利請求項3要件C及D「該導電性金屬層具有一下端部，而該基材金屬層具有一側端部與一上端部，其中，該配線圖案寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該基材金屬層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向突出」之技術特徵等情，所為認定基礎並非僅憑圖式，亦有參酌相對應之文字說明。而證據5說明書第〔0025〕段既已記載「……導線側面8a殘留有銅線路8下方之鎳濺鍍層2的一部分作為『突出部2a』」，證據6說明書第〔0006〕段記載「……此蝕刻延遲導致如圖5（按：應為圖4之誤載）所示，鎳濺鍍層為從由銅箔形成之導體圖案的側面『突出』的狀態」，證據5圖1(a)、證據6圖4亦可得知上開二段落所述之突出形態，該圖式即屬明確揭露之技術特徵，則原審因而認定證據5、6已揭露系爭專利請求項3要件C及D技術特徵，並無不合。原審復就上訴人主張證據5、6所述突出為線路蝕刻之殘留，與系爭專利請求項3界定特定突出結構不同乙節，論明：證據5圖1(a)、證據6圖4已明確繪示了「特定突出結構之突出殘留」，已明確揭露系爭專利請求項3所界定之特定突出結構，該結構係圖式所明確揭露之內容，非由圖式推測之內容，無論證據5、6說明書之製造方法為何或是否刻意，不影響前述圖式之揭露事實等情，均已詳述其認定之依據及得心證之理由，於法並無違誤。至上訴人所引本院103年度判字第126號判決之案例事實，與本件證據5、6之突出結構已為圖式所明確揭露，案情顯有不同，尚難比附援引。上訴意旨主張原判決漏未斟酌證據5、6有關殘留之文字說明，未慮及圖式僅為示意圖，單依圖式做成與證據5、6文字說明矛盾之認定，與本院上開判決意旨不符，有不適用法規及適用不當之違法云云，均無可採。

　㈣末查，上訴人雖以其於舉發程序所提蝕刻藥水廠商MEC公司蝕刻殘留之網頁說明，主張線路蝕刻後其基材金屬層突出於導電性金屬層之殘留為一斜坡，無從區分上端部及下端部，而上端部與下端部均為系爭專利強調之技術特徵，系爭專利解釋自有納入側端部之必要云云。然系爭專利「突出」之解釋不應納入側端部，已如前述，而無論MEC公司產品蝕刻殘留形狀為何，仍無礙於證據5、6已明確揭露系爭專利請求項3「突出」之技術特徵。上訴人上開主張，亦無足取。

  ㈤綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。又「最高行政法院之判決不經言詞辯論為之。但有下列情形之一者，得依職權或依聲請行言詞辯論：二、涉及專門知識或特殊經驗法則，有以言詞說明之必要。」為行政訴訟法第253條第1項第2款所明定。本件雖涉及專門知識，且系爭專利請求項之撤銷影響上訴人之權利，然當事人就相關專門知識均已具狀說明，事證已明，經審酌本件訴訟之情節，本院認無依上訴人聲請行言詞辯論之必要。　

六、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
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                        審判長法官  陳　國　成　

                              法官　簡　慧　娟

                              法官　陳　文　燦

　　　　　　　　　　　　　　　法官　林  淑  婷

                              法官　蔡　如　琪

　　　　　　　　　　　　　　　

以  上  正  本  證  明  與  原  本  無  異
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　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林　郁　芳



